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層状物質である二硫化モリブデン(MoS₂)は層間がファンデルワールス力によって結合し

ており、単層でも安定に存在することが可能な二次元半導体の一種である。単層の MoS₂は

結晶の対称性から強いゼーマン型のスピン軌道相互作用を持つことが知られ、その磁性に

ついても注目されている。本研究では、機械的剥離法によって劈開した MoS₂に強磁性金属

のNi電極を配線することで、Ni/MoS₂接合を形成し、その接触抵抗の温度依存性を調べた。

本研究では接触抵抗を評価するためのデバイス構造としてイオンゲートによる電気二重層

トランジスタ(EDLT)構造を用いた。 

これまで Ti/MoS₂接合も同様の EDLT 構造を用いて接触抵抗の評価を行ってきており、

イオンゲートがチャネルの表面のみにキャリアを生成することを利用し、伝導パスを制限

することで、Ti/MoS₂接合において「界面状態」、「界面状態と電極との間のエネルギー障壁」、

「界面状態とチャネルとの間のエネルギー障壁」などが存在することが明らかになってき

ている。しかしながら、Ti は反応性が高いこともよく知られており、金属電極と MoS₂の間

の接合が Ti の場合と同じ状態かどうなのかは明らかではない。 

本研究では、Ni/MoS₂接合の接触抵抗のイオンゲート依存性と、室温から 5K までの温度

変化を測定した。特にチャネルの伝導パスが表面に制限された低温領域の測定からは

Ni/MoS₂接合でもTi/MoS₂接合の場合と同様に数meVという比較的小さなエネルギー障壁

が存在することが分かった。当日は、ゲート依存性や室温近傍の測定を含め Ni/MoS₂接合

の電子構造について議論する。 
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